NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASES
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES

Compl. of ESM 132, 133, 134

2N 5294
2N 5296
2N 5298

- COmp!en'n_entary power amplifiqation stages
Amplifi de p 3 sy ie P e 70V 2N 5294
V 40V 2N 5296
- Medium power switching CEO 60V 2N 5298
Commutation moyenne puissance
| c 4 A
- Regulation Ptot 36w
Régulati
qulation Reh(j-c) 35°C/W max
fr 0,8 MHz min
Dissipation Plastic case TO-220 AB - See outline drawingCB-1170n last pages
Variation de dissipation Boftier plastique Voir dessin coté CB-117 derniéres pages
100
%
” \
50
) ¢
B
25 [ E
4 - Weight :2 g. Collector is connected to case
50 100 150 te,.0(°C) Masse Le collscteur est relié au boitier
_ 250 (Unless otherwise stated)
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tease = 25°C [Saut mtatiraoonmaa)

VALEURS LIMITES ABSOLUES

DUTILISATION

2N 5294 2N 5296 2N 5298

Collector-base voltage V,

Tension collecteur-base CBO 80 60 80 v
Collector-emitter voltage \'

Tension collectour<metteur CEO 70 40 60 v
Collector-emitter voitage - \

Tension collecteur-émetteur RB E™ 100 CER 75 50 70 v
Collector-emitter voltage - v

Tension collectéur-ématteur VBe 15V CEX 80 60 80 v
Emitter-base voltage v

Tension émetteur-base EBO 7 5 5 \Y
Collector current |

Courant collecteur c 4 4 4 A
Base current |

Courant base B 2 2 2 A
Power dissipation t = 25°C Ptot 36 36 36 w
Dissipation de puissance case

Junction temperature t.

Température de jonction max j 150 150 150 °C
Storage temperature min ty —65 —65 —65 °Cc
Température de stocksge max 9 +150 +150 +150 o

THOMSON - C8F
DIVON JEMICONDUCTEURS,
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap =65V
CE mA
Vge =15V 05
2N 5294
Veg =65V 2N 5298
Vg =-15V 3 mA
toase = 150°C
Collector-emitter cut-off current lcex
Courant résiduel collecteur-émetteur v =35V
CE 2 mA
Vg =-15V
Vg =35V 2N 5296
Vgg =—15V 5 mA
tease = 150°C
Vep =50V
CE 2N 5294
tRBE - ;g?cﬂ 2N 5298 05 mA
Collector-emitter cut-off current case |
Courant résiduel collecteur-émetteur CER
Veg =50V 2N 5204
Rgp = 100 2 mA
BE — 150°C 2N 5298
tease =
Ve =7V 2N 5294 1 mA
. | =0
Emitter-base cut-off current c leso
7 -ba.
Courant résiduel émetteur-base VEB =5V 2N 5296 1 mA
Ic =0 2N 5298 1 mA
2N 5294 | 70 v
. | =100 mA *
Collector-emitter breakdown voltage Cc \
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 CEOsus ;: :ig: ;g \\:
- 2N 5294 | 75 v
Collector-emitter breakdown voltage Il =100mA *
Tension de ch n Ryg = 1000 VeERsus 529 | 50 v
2
. - * 2N 5294 | 80 v
Collector-emitter breakdown voltage lc =100mA V.
Tension de cl th Vgg =-15V CEXsus | 2N 5206 | 60 v
2N 5298 | 80 v
Vap =4V
CE
Ic =05A 2N 5294 | 30 120
Static forward current transfer ratio Ve =4V *
Valeur statique du rapport de transfert CE h21 E 2N 5296 | 30 120
direct du courant 'C =1A
| Vog =4V
CE 2N 5298 | 20 80
'C =15A
* Pulsed 1, =300pus & <2%
Impulsions
am www.DataSheet4lU.com
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
I =05A
Cc 4 p
lg =005A 2N 6294 1 A
Collector-emitter saturation voltage lc =1A Vege § N 5296 1
Tension de i |B =0,1A Césat v
i =15A
C ’ 1
lg =015A 2N 5298 v
Vo =4V
CE P
I =05A 2N 5204 11 v
= *
Base-emitter voltage VCIE =4V V,
Tension base-émetteur 1 c = 1A BE 2N 5206 1.3 v
Vee =4V 2N 5208 15 v
'C =15A
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Transition frequency :ICE i 3 \2/ A f 0.8 MHz
Fréquence de transition c % T ’
f =1MHz
| =05A
C 4 s
lg =005A 2N 5294 5 H
Turn-on time e =14 g+t | 2N 5206 5 ps
Temps total d'établissement IB =0,1A
t =15A
c ’
I —015A 2N 5298 5 bs
| =05A
C "
o =+005A 2N 5204 15 us
Turn-off time e =1A o+t 2N 5296 15 us
Temps total de coupure ‘B =+0,1A st f
t =158A
c ‘ us
IB —+0,15A 2N 5298 15
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ripii °©
Rési thermique (jonction-boitier) thij-c) 35 cw
Junction-ambient thermal resistance Rihij-al 70 ocM

#* pylsed 15, =300ps & <2%

Impulsions
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

10 us ?—' Non inductive resistances
B1 [ Résistances non inductives
|
B1
R
| = B - sy A
B o +/ Rg | Re
'82 2N 5294 100 2| 56 2
8 <1% 100
1, and t; <50 ns 2N 5296 47 2| 330
N N 2N 5298[{ 33Q]22Q
A W
SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE
I
(A)
4 D R G -~ <.
SOS M N NS
\\\ AN \\ .\)&
S, N N,
AN S Y e,
\\ S b ‘(\,% AN A

1 N
— \‘
t‘m(i =26°C 2N
[ K
|— Continuous
0,5 |__Continu
Pulsed  ________
[ Impulsions
2N 5298
[
2N 5296 ~—»1
02 —
2N 5294
0.1 [
1 2 5 10 20 50 102 Vo)
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2N 5296

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

¢ collecteur-émetteur

(A} GD;MN
50 mAl
16 =720 mAl
/ L~
30 mA]
1,2
A ot 20 mA|
0.8
ot 10 mA|
0,4
o 1B =0

0 1 2 3 4 5 VeV

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
Hate en fc ion du e

VCE =4V
300
™~
250 N
t__ = 1289C
case
200 \\
150 AN
tcm = 2E°(N
oot
100 N
N
50 ?
0 2 4 68 2 4 68 2 4 68
102 10! 10° 1cla)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ja tension

lc  collecteur-émettour

(mA)} ﬁ‘“p‘ ’//
=5 -
400 S5 —
‘“]k /’——'-——‘
)
25™
a00 [+ ——_
pr VA
/
—
200 ft"T1.5 N
-
=T {1 mA
100
- 0,5 rlnA
N
o lB—O

0 10 20 30 40 50 VegV!

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
\/BE base-émetteur

[\%] Vg =4V

0.8 /

ase

0,6 4 = 126°C: —l—

04
0,2
0 2 4 68 2 4 68
2 4 68
102 10! 100 olA)
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2N 5296

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation collecteur-émetteur en Tension de saturation base-émetteur en

VCEsat fonction du courant collecteur VREsat f jon du courant coll
wv) B=10 v) B=10 I
i .
//
0,8 I 0,8 tease = 25°C
n
0,6 —H 0,6 /
——rt —;;;Vl?ase = 125°C j

o 04 T |

/|
02 — - 02— FF——«——~%~
Tease = 125°C JAﬂtcase = f5 &C
| : |
6 2

2 468 .2 468 468 5,2 468 .2 468 68
102 101 10° 1lA) 1072 10! 10° Al
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER TRANSITION FREQUENCY VERSUS
VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Courant base en fonction de la tension base- Fré de ition en f jon du
lg  émetteur fT courant collecteur
(mA) 2 VCE =4V {MHz) | \\
4
2,5 \
i A N
2 /
10 o ' 2
6 4
¢ 156
t = 100°C ( .
case e
2 / / Veg =4V
Z t = 25°C tease = 25°C
10 / case 1
8 i
6 A
. /
0,5
2
10° / 0 4 68 2 4 68
F 2 .
0,4 0,6 0.8 1 1,2 VetV 1072 107! 1GIA)
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension coll émetteur en fe ion de la
VCE résistance base-émetteur
) Ig =100 mA
2N 5294
|
5 N
80 2N 5298 N\
o
N
2N 52
60 5296
N
N
40
20
0
2 8 26 ,2 6§ ,2 6 2 5 2 5
1007 10" 107 10% 10t 10°5 R
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Temps de commutation sn fonction du
t courant collecteur
{us) 1
8
: ]
Vcc=30V
4 t =10 us
le =40
[}
2 1
oot —
><’u-—“
%100 1 - —
8
& t
a4
2
107

0 t 2 3 4 g

QUTPUT CAPACITANCE VERSUS

COLLECTOR-BASE VOLTAGE

Capacité de sortie en fonction de la
C22b tension collecteur-base

(pF) 1 e = 25°C
8
6
4 s
2
10!
1 2 a4 6 8
10 VgV

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la résistance thermique en
régime d’'impulsions

(T 11 1]
5=03
o
4
1
67
%
2 / 5 =0mono
10"
8 _ %
. 5= ]
Zih=KRy
4 -
z !J ’
102 L iil |
5 2 5 2 5 2 5 2
105 w0 %109 %102 gt e
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